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Анотація 

В роботі розглянуто мікроелектронний перетворювач потужності оптичного випромінювання. 

В основу роботи пристрою  закладено підвищення чутливості і точності вимірювання інформативного 

параметру за рахунок виконання ємнісного елемента коливального контуру на основі першого і другого 

МДН-транзисторів. 
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сонячний елемент. 

 

Abstract 

We consider microelectronic optical power converter. The basis of the device laid improve the sensitivity 

and accuracy of measurement information parameter by running the capacitive element oscillating circuit 

based on the first and second field-effect transistors. 
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Вступ 

 

Серед різних екологічно чистих енерготехнологій фотоелектрична енергетика займає особливе 

місце завдяки здатності фотоелектричних приладів (PV) напряму перетворювати сонячне світло в 

електричні сигнали без шкоди для навколишнього середовища. Сьогодні PV є однією з найбільш 

швидко зростаючих технологій зі щорічним приростом в 40 % [1-4]. 

Мета роботи: підвищення чутливості і точності вимірювання інформативного параметру. 

 

Результати дослідження 

 

Схема радіовимірювального оптичного перетворювача на основі двох МДН-транзисторів з 

чутливим елементом – кремнієвим сонячним елементом розміром 5х10 мм показана на рис. 1..  
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Рисунок 1 – Електрична схема перетворювача на основі двох МДН-транзисторів: 
1U  – напруга керування, 2U  – напруга 

живлення 

Для визначення основних параметрів, що характеризують роботу оптичного перетворювача 

(рис. 1), необхідно розрахувати повний опір на електродах стік-стік МДН-транзисторів VT1 та VT2 



згідно з його еквівалентною схемою для змінного струму. На рис. 2 подані експериментальні та 

теоретичні залежності частоти генерації оптичного перетворювача з сонячним елементом від зміни 

потужності оптичного випромінювання.  

 
Рисунок 2 – Теоретичні та експериментальні залежності частоти генерації оптичного перетворювача з сонячним 

елементом від зміни потужності оптичного випромінювання 

 

Висновок 

Використання запропонованого пристрою для виміру оптичної потужності суттєво підвищує 

точність виміру інформативного параметру за рахунок виконання ємнісного елемента коливального 

контуру на основі першого і другого МДН-транзисторів. При дії оптичного випромінювання на 

сонячний елемент змінюється ємність коливального контуру, що викликає зміну резонансної частоти. 
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